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Typical Applications
High efficiency linear regulators,

‘Diotec

Semiconductor
=7.0V Iou'r Max — 200 mA
=1.5V..3.6V Timax = 85°C

=x1%

Typische Anwendungen
Hocheffiziente Linearregler

Aktive SCSI-Abschluss-Regler
Ausgangsregler flr getaktete
Gleichstromwandler

Batterie-gestlitzte Spannungsversorgung
Standardausfiihrung!)

Active SCSI termination regulator,
Post regulators for switch mode
DC-DC converters,

Battery backed-up regulated supply
Commercial grade ')

SOT-23
(TO-236)

Features Besonderheiten
CMOS based voltage regulator CMOS-basierter Spannungsregler
Low power consumption Energieeffizient
Low ESR capacitor compatible Kompatibel zu Kondensatoren mit

- *1-1*3’21 Built-in current limiting circuit niedrigem ESR
-3 4‘ Integrierte Strombegrenzung

: Fixed voltages: Festspannungswerte:

1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3 und 3.6V

£0.1

™ 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3 and 3.6V
Also available in DI6206xxS2 series Auch in der DI6206xxS2-Serie erhaltlich
I %) (2%)
Compliant to RoHS, REACH, % Konform zu RoHS, REACH,
Conflict Minerals 1) pr.; Konfliktmineralien *)
Mechanical Data *) Mechanische Daten *)
1=VSS Taped and reeled 1000/ 7° Gegurtet auf Rolle
23==OILI31T Weight approx. 0.05¢g Gewicht ca.
Case material UL 94V-0 Gehausematerial
Dimensions - MaBe [mm] Solder & assembly conditions 260°C/10s L6t- und Einbaubedingungen
MSL =3
Maximum ratings ?) Grenzwerte ?)
Input voltage Vi 20V
Eingangsspannung
Maximum output current 3
Maximaler Ausgangsstrom Tour vax 200 mA %)
Power dissipation
Verlustleistung Pt 250 mw
Juncigg tempeTature DI6206xx51 T, 40 ... +85°C
Sperrschichttemperatur
Storage temperature T 55 +125°C
Lagerungstemperatur
Typical thermal resistance junction to case 4
Typischer Warmewiderstand Sperrschicht — Gehduse Rirc 380 K/W )

1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2 Ta = 25°C, unless otherwise specified — Ta = 25°C, wenn nicht anders angegeben
Tourmax < Ptot / (VIN - VOUT)
4 Mounted on P.C. board with 3 mm? copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm? Kupferbelag (Létpad) an jedem Anschluss

w
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:““ Diotec

Semiconductor DI6206xxS1
Characteristics ') Kennwerte ')
DI62061.5S1 Min. Typ. Max.

Output voltage — Ausgangsspannung

TIour = 30 MA Vour 1.485V 1.5V 1.515V
Input voltage 2) 3 3
Eingangsspannung Vin 6.0V
Maximum output current ) )
Maximaler Ausgangsstrom Tour 60 mA
Line Regulation — Betriebsspannungsdurchgriff

Togr = 30 MA, Vour + 1.0V to = Vi < 6.0 V AVour / - 0.05%/V | 0.25%)V

(A Vin xVOUT)

Load Regulation — Lastregelung
Vour < 1.8V ’ 1mA < Iour £ 50 mA A Vour - - 45 mV

Quiescent current

Ruhestrom 3) Lo i 8.0 bA i
Dropout voltage - Spannungsabfall

Tour = 30 mA | Vs . 300mvV | 510 mV
Dropout voltage - Spannungsabfall

Tour = 60 mA W . 580mvV | 860 mV
Short circuit current — Kurzschluss-Spannung

Vi = Vour + 1V, Vour = Vss ‘ Isc 3 155 mA -
Temperature drift of output voltage characteristics

Tour = 30 MA, -40°C < T, < +85°C | - +100 ppm/°C -

1 T;=25°Cand Vi = Vour + 1V, G = 1.0uF, Co = 1.0yF, unless otherwise specified

T; = 25°C and Vv = Vour + 1V, G = 1.0uF, Co = 1.0pF, wenn nicht anders angegeben
2V = Vour + 1V, unless otherwise specified

Vv = Vour + 1V, wenn nicht anders angegeben
3 Test Circuit: Voltage applied to Vi» and GND, with V..« open

Testschaltung: Spannung angelegt an Vi, und GND, mit V.. 6ffnen
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:{j‘ Diotec

DI6206xxS1 Semiconductor

Characteristics ') Kennwerte ')

DI62061.8S1| Min. Typ. Max.

Output voltage — Ausgangsspannung

Tour = 30 mA Vour 1.782 V 1.8V 1.818 V
ff?r?;atr:lgslifaginung Vin ? ) ) 6.0V
Maximaler Ausgangssrom | 8OmA | - -
Line Regulation — Betriebsspannungsdurchgriff

Tour = 30 MA, Vour + 1.0V t0 > Viy < 6.0 V. ( AAV\LO:TV{) o , 0.05%/N | 0.25%/V
Load Regulation — Lastregelung

Vour £ 1.8V, ImA < Ioyr £ 50 mA A Vour - - 40 mV
Riestiom ) I | a0 -
Dropout voltage - Spannungsabfall

Ioyr = 30 mA " - 150 mV 390 mV
Dropout voltage - Spannungsabfall

Ioyr = 60 MA Vo2 - 350 mV 780 mV
Short circuit current — Kurzschluss-Spannung

Vi = Vour + 1V, Vour = Vss Isc r 130 mA -
Temperature drift of output voltage characteristics

Iour = 30 mA, -40°C < T, < +85°C - +100 ppm/°C -

1 T;=25°Cand Vi = Vour + 1V, G = 1.0uF, Co = 1.0yF, unless otherwise specified

T; = 25°C and Vv = Vour + 1V, G = 1.0uF, Co = 1.0pF, wenn nicht anders angegeben
2V = Vour + 1V, unless otherwise specified

Vv = Vour + 1V, wenn nicht anders angegeben
3 Test Circuit: Voltage applied to Vi» and GND, with V..« open

Testschaltung: Spannung angelegt an Vi, und GND, mit V.. 6ffnen
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:““ Diotec

Semiconductor DI6206xxS1
Characteristics ') Kennwerte ')
DI62062.5S1 Min. Typ. Max.
Output voltage — Ausgangsspannung
TIour = 30 MA Vour 2475V 25V 2.525V
Input voltage 2) ) )
Eingangsspannung Vin 6.0V
Maximum output current _ }
Maximaler Ausgangsstrom Tour 150 mA
Line Regulation — Betriebsspannungsdurchgriff
Tour = 30 MA, Vour + 1.0V t0 2 Vi < 6.0 V AVour / - 0.05 %V | 0.25%/V
(A Viy xVOUT)

Load Regulation — Lastregelung
Vour > 1.8V , ImA < Ioyr < 100 mA A Vour - - 50 mV

Quiescent current

Ruhestrom 3) Lo ) 8.0 A i
Dropout voltage - Spannungsabfall

Iour = 30 mA Vi - 100 mV 370 mV
Dropout voltage - Spannungsabfall

Ioyr = 100 mA Vo2 - 350 mV 710 mV
Short circuit current — Kurzschluss-Spannung

Vi = Vour + 1V, Vour = Vss Isc r 100 mA -
Temperature drift of output voltage characteristics

Iour =30 mA, -40°C < T, < +85°C - +100 ppm/°C -

1 T;=25°Cand Vi = Vour + 1V, G = 1.0uF, Co = 1.0yF, unless otherwise specified

T; = 25°C and Vv = Vour + 1V, G = 1.0uF, Co = 1.0pF, wenn nicht anders angegeben
2V = Vour + 1V, unless otherwise specified

Vv = Vour + 1V, wenn nicht anders angegeben
3 Test Circuit: Voltage applied to Vi» and GND, with V..« open

Testschaltung: Spannung angelegt an Vi, und GND, mit V.. 6ffnen
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Diotec

DI6206xxS1 1‘ Semiconductor

Characteristics ') Kennwerte ')

DI62062.8S1| Min. Typ. Max.

Output voltage — Ausgangsspannung

Tour = 30 mA Vour 2.772 NV 28V 2.828 V
Input voltage 2) - -
Eingangsspannung Vin 6.0V
Maximum output current _ }
Maximaler Ausgangsstrom Tour 150 mA
Line Regulation — Betriebsspannungsdurchgriff

Tour = 30 MA, Vour + 1.0V t0 2 Vi < 6.0 V ( AAVVOUTV/ ) - 0.05 %V | 0.25%/V

IN x VOUT,

Load Regulation — Lastregelung

Vour > 1.8V , ImA < Ioyr < 100 mA A Vour - - 50 mV
Quiescent current _ k
Ruhestrom 3) Lo 8.0 A
Dropout voltage - Spannungsabfall

Tour = 30 MA Ve - 100mV | 370 mv
Dropout voltage - Spannungsabfall

Tour = 100 mA v - 350mv | 710mV
Short circuit current — Kurzschluss-Spannung

Vin = Vour + ].V, Vour = Vss | Isc - 100 mA -
Temperature drift of output voltage characteristics

Tour = 30 MA, -40°C < T) < +85°C | - %100 ppm/°C| -

1 T;=25°Cand Vi = Vour + 1V, G = 1.0uF, Co = 1.0yF, unless otherwise specified

T; = 25°C and Vv = Vour + 1V, G = 1.0uF, Co = 1.0pF, wenn nicht anders angegeben

2V = Vour + 1V, unless otherwise specified

Vv = Vour + 1V, wenn nicht anders angegeben
3 Test Circuit: Voltage applied to Vi» and GND, with V..« open
Testschaltung: Spannung angelegt an Vi, und GND, mit V.. 6ffnen
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Diotec

Semiconductor

%

Characteristics ')

DI6206xxS1

Kennwerte ')

DI62063.0S1| Min. Typ. Max.

Output voltage — Ausgangsspannung

Ioor =30 MA Vour 2,970V 3.0V 3.030V
Input voltage 2) - -
Eingangsspannung Vin 6.0V
Maximum output current } }
Maximaler Ausgangsstrom Tour 200 mA
Line Regulation — Betriebsspannungsdurchgriff

Tour = 30 MA, Vour + 1.0V t0 2 Vi < 6.0 V ( AAVVOUTV/ ) - 0.05%/V | 0.25%/V

IN x VOUT,

Load Regulation — Lastregelung

Vour > 1.8V , ImA < Ioyr < 100 mA A Vour - - 60 mV
Quiescent current - k
Ruhestrom 3) lo 8.0 uA
Dropout voltage - Spannungsabfall

Tour = 30 mA ‘ Vb1 - 75 mV 350 mV
Dropout voltage - Spannungsabfall

Tour = 100 mA | Ve - 250mvV | 680 mv
Short circuit current — Kurzschluss-Spannung

Vin = Vour + ].V, Vour = Vss | Isc - 100 mA -
Temperature drift of output voltage characteristics

Iouor =30 mA, -40°C < T, < +85°C ‘ - +100 ppm/°C -

1 T;=25°Cand Vi = Vour + 1V, G = 1.0uF, Co = 1.0yF, unless otherwise specified

T; = 25°C and Vv = Vour + 1V, G = 1.0uF, Co = 1.0pF, wenn nicht anders angegeben

2V = Vour + 1V, unless otherwise specified

Vv = Vour + 1V, wenn nicht anders angegeben
3 Test Circuit: Voltage applied to Vi» and GND, with V..« open
Testschaltung: Spannung angelegt an Vi, und GND, mit V.. 6ffnen
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:{j‘ Diotec

DI6206xxS1 Semiconductor
Characteristics ') Kennwerte ')
DI62063.3S1 Min. Typ. Max.

Output voltage — Ausgangsspannung

TIour = 30 MA Vour 3.267 V 3.3V 3.333V
Input voltage 2 ) 3
Eingangsspannung Vin 6.0V
Maximum output current ) }
Maximaler Ausgangsstrom Tour 200 mA
Line Regulation — Betriebsspannungsdurchgriff

Tour = 30 MA, Vour + 1.0V t0 2 Vi < 6.0 V AVour / - 0.05%/V | 0.25%/V

(A Viy xVOUT)

Load Regulation — Lastregelung
Vour > 1.8V , ImA < Ioyr < 100 mA A Vour - - 60 mV

Quiescent current

Ruhestrom 3) lo ) 8.0 bA i
Dropout voltage - Spannungsabfall

Tour = 30 mA L - 75mv | 350 mv
Dropout voltage - Spannungsabfall

Tour = 100 MA v - 250mV | 680 mV
Short circuit current — Kurzschluss-Spannung

Vi = Vour + 1V, Vour = Vss Isc - 100 mA -
Temperature drift of output voltage characteristics

Iour =30 mA, -40°C < T, < +85°C - +100 ppm/°C -

1 T;=25°Cand Vi = Vour + 1V, G = 1.0uF, Co = 1.0yF, unless otherwise specified

T; = 25°C and Vv = Vour + 1V, G = 1.0uF, Co = 1.0pF, wenn nicht anders angegeben
2V = Vour + 1V, unless otherwise specified

Vv = Vour + 1V, wenn nicht anders angegeben
3 Test Circuit: Voltage applied to Vi» and GND, with V..« open

Testschaltung: Spannung angelegt an Vi, und GND, mit V.. 6ffnen
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Semiconductor

%

Characteristics ')

DI6206xxS1

Kennwerte ')

DI62063.6S1| Min. Typ. Max.

Output voltage — Ausgangsspannung

Ioor =30 MA Vour 3.564 V 3.6V 3.636 V
Input voltage 2) - -
Eingangsspannung Vin 6.0v
Maximum output current _ }
Maximaler Ausgangsstrom Tour 200 mA
Line Regulation — Betriebsspannungsdurchgriff

Tour = 30 MA, Vour + 1.0V t0 2 Vi < 6.0 V ( AAVV°”T\// ) - 0.05 %V | 0.25%/V

IN x VOUT,

Load Regulation — Lastregelung

Vour > 1.8V , ImA < Ioyr < 100 mA A Vour - - 65 mV
Quiescent current - k
Ruhestrom 3) Lo 8.0 pA
Dropout voltage - Spannungsabfall

IOUT =30 mA ’ VDl - 75 mV 350 mV
Dropout voltage - Spannungsabfall

Tour = 100 MA W - 250mV | 680 mv
Short circuit current — Kurzschluss-Spannung

Vin = Vour + ].V, Vour = Vss ’ Isc - 100 mA -
Temperature drift of output voltage characteristics

Tour = 30 MA, -40°C < T) < +85°C | - |£100 ppm/oc| -

1 T;=25°Cand Vi = Vour + 1V, G = 1.0uF, Co = 1.0yF, unless otherwise specified

T; = 25°C and Vv = Vour + 1V, G = 1.0uF, Co = 1.0pF, wenn nicht anders angegeben

2V = Vour + 1V, unless otherwise specified

Vv = Vour + 1V, wenn nicht anders angegeben
3 Test Circuit: Voltage applied to Vi» and GND, with V..« open
Testschaltung: Spannung angelegt an Vi, und GND, mit V.. 6ffnen
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DI6206xxS1 1‘ D iOtec

Semiconductor

Typical Applications notes

Applikationshinweise
V,, DI6206xx Vo,
C VIN VOUT O
. . o Ves Fig. 1 Typische
Fig. 1 Typical application LOpF —— — LOpF Anwendungsschaltung fiir
circuit for DI6206xxS1 DI6206xxS1

Disclaimer: See data book page 2 or website
Haftungssauschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder Internet
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